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w dniu 11 .01 .1977 r . na XX I Sesj i Polsko-JugogCowiai^skiej Mieszanej 
Konnisji Wsp<!/pracy Naukowo-Technicznej zostafa podjęta uchwala o wsp6i-
pracy pomiędzy Instytutem Nauk Technicznych Serbskiej Akademii Nauk 
a Ośrodkiem Naukowo-Produkcyjnym Materia^ów Pć^fprzewodnikowych. 
Na jej podstawie podpisano w Belgradzie w dniu 3 1 . 0 3 . 1 9 7 7 r . między wy-
mienionym Instytutem a Ośrodkiem umowę o wspdyipracy naukowo-technicz-
nej w zakresie prowadzenia wspólnych badań związanych z technologiami wy-
twarzania nowoczesnych materiałów elektronicznych. 
Wsp<ypraca ta obejmuje szereg tematów, wśród których jeden przewiduje wy-
dawanie przez każdę ze stron raz do roku publikacji "Mater ia ły elektronicz-
ne", w których drukowane będęi prace zwięizane z tematyką objętęi wspomnia-
nym porozumieniem. 
Instytut Nauk Technicznych Serbskiej Akademii Nauk wyda/ w roku bieźęcym 
swojęi edycję pt . "Mater ia ls in Electronics" . Z tych względów niniejszy nu-
mer naszego kwartalnika poświęcony jest w ca/ości tej tematyce i stanowi 
równocześnie real izację umowy przez Ośrodek Naukowo-Produkcyjny M a -
teria/ów P<Vprzewodnikowych. W następnych latach publikacje te będę kon-
tynuowane. 

Redakcja 
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II. 1 . 1 9 7 7 r . Ha XXI ceccHH IlojiLCKO-lOrocJiaBCKoii c M e -

n i a H H O i i K O M H C C H H n o A E J I A W N A Y ^ H O - T E X H I I Q E C K O R O C O T P Y F L H W -

' I E C T B A n p u H H T O peiueHHe B Y C T A N O B J I E H M H C O T P Y F L H H I I E C T B A 

Meicfly HncTHTyTOM TexHHqecKHX n a y K CepdcKoii AKaaeMHw 

HayK H H c K y c c T B h Hay^HO-npoMSBojcTBeHHHM ueHipoM 

nojiynpoBoaHHKOBiJX M a i e p H a j i o B . 

B cooTBeTCTBHH c yKasaHHUM peiueHHeM noflnncaH 31.III. 
1977 r., B Bejirpase,Me3fcay yKasaHHHM HncTHTyTOM H 
U e H T p o M . j f l o r o B o p o H a y ^ H O - i e x H H ^ i e c K O M c o T p y f l H H q e c T B e 

n o N P O B E A E H H K ) C O B M G C T H H X H C C ^ F I E A O B A H H I I B o d J i a c T H 

l e X H O J I O r H H H S r O T O B J i e H H H C O B p e M e H H H X 3 J i e K T p O H H H X 

MaTepwajiOB. 

(JoipyaHHqecTBo BKJiio^aeT pna T G M , cpeaw K O T O P H X npe -

ayCMOTpeHO EHnOJIHGHMe OSHOii IGMbl Ha OCHOBaHHH nydJIH -

KauHii, KaJKaow w3 cTopoH effieroflHO, B scypnajie "SJieKipoHHue 

MaTepMaj iu", B K O T O P O M onyCjinKOBaHU (SyayT p a d o r a , cBHsaH-

Hhie c T e M a i H K o i i , npeaycMOTpeHHoit jiloroBopoM. 

MTH CAHM O N Y D J I H K O B A J I B TeKymew r o s y cdopHMK " Materials 
ia Electronics". 
flaHHuii HOMep Haiuero e a c e K B a p i a j i B H o r o »cypnajia nojiHOCTB» 

n o c B f l m e n a i o f i T e M a m K e h flBJineTCH o a H O B p e w e H H O B K n o n n e -

HHew nporpawMH / l o r o B o p a HayqHO-npoHSBoaoTBeHHMM H G H T P O M 

nojiynpoBoaHHKOBbix MaTepwajioBo 

B SyaymeM nydJiMKauHW dyayi npoaojiKenti. 

PeaaKUMH 

http://rcin.org.pl



The Pol ish-Yugoslavian Joint Connmittee for Scient i f ic and Technological 
Cooperation decided at its XXI Meeting on January 11, 1977, that the Inst i -
tute of Technological Sciences of the S e r b i a n Academy of Sciences should 
begin a cooperation with our Semiconductor Materials Research and Production 
Centre. 

On March 31, 1977, the Institute and the Centre signed in Belgrade a co-
operation agreement based upon the decision of the Joint Commi t tee . The 
agreement initiates a common research work in the f ie ld of the manufacturing 
technology of new semiconductor mater ia ls . 

The cooperation includes, among other subjects, also the annual publ ica-
tion by each partner of a periodical entit led "Mater ia ls in Electronics" con-
taining papers on recent research works conducted according to the agreement. 

The Institute of the Technological Sciences of the Serbian Academy of 
Sciences has already published this year 's . "Mater ia ls in E lectronics"; 

The present number of our quarterly review is therefore entirely devoted to 
these problems and should be regarded as the ful f i lment of the terms of 
agreement. This form of publication wil l be continued in the future. 

Editors 
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MATERIALS IN ELEKTRONICS No 3 (19) - 1977 

I M NiKOLiC: Nowoczesne matenaly fjulprzewodnikowe 

W iirtykule omówiono perspektywy zastosowania materiałów półprzewodnikowych i icłi niektóre własności. Sformu 
iowuno ogclne wmoski W najbliższej przyszłości przewiduje się rozwoj produkcji i zastosowań GaAs GaP, GaAs-lnAs i 
. w. • kv.w lerromagnetycznycł i oraz wzrost zainteresowania materiałami o wysokiej temperaturze topnienia, szerokiej 
i i e i w e energetycznej i dużej rucł i l iwości np. diament, bor, BN, SiC, AIN, 

A VALCiC, R N ROKNiC: Mechanizm ruchu dyslokacji w krzemie 

Badano rucii dyslokacji w monokryształacł i krzemu wzrosłycł i metodą Czocłiralskiego. Mierzono rucł i l iwość 60' dyslo 
kdC] w zakresie temperatur 600-1000-C. Rozważono dwa przypadki: pierwszy, gdy zacłiodzi wzajemne oddziaływanie 
, om ed/y dyslokacjami, drugi - gdy takiego oddziaływania me ma. Szybkości rucłiu dyslokacji były mniejsze, zaś 
eneiyia aktywacji wyższa niż wartości uzyskane przez innycłi autorow. Sugeruje to całkiem inne warunki dla rucłiu dys 
lokcicj'. 

S. J. PŁOTKIN: Ewolucja poglądów na rolę materiałów w postępie naukowo-technicznym Ina przykładzie materiałów 
stosowanych w elektronice) 

Na przykładzie materiałów stosowanycł i w elektronice omówiono rolę materiałów w rozwoju naukowo-
-tecłinicznym. Odkrycia naukowe stawiają mater ia łom nowe wymagania, zaś rozwój materiałów i poznawanie icłi włas-
ności wp ływa na odkrycia naukowe. 

W. H. KOHL: Nauki materiałowe: technologia i stowarzyszenia badawcze 

Podano przegląd materiałów stosowanych w technice w Europie i w USA oraz omówiono rozwój nauk mater ia łowych; 
rozważano pewne organizacyjne aspekty podstawowych badań prowadzonych po II wojn ie światowej. Przeanalizo-
wano oddziaływanie technologi i w aspekcie prob lemów środowiska naturalnego. Przedstawiono przyszłościowy roz-
wój technologi i . 

W. H. KOHL: Selekcja i dobór materiałów w technologii 

Zgodnie z wymagan iami nowoczesnych technologi i materiałowych omówiono i usystematyzowano parametry wpły-
wające na właściwą ocenę mater ia łów oraz najnowocześniejsze techniki badawcze stosowane do kompleksowej oceny 
materiałów. Podjęto próbę uporządkowania poglądów zawartych w literaturze ostatnich lat. 

M. RISTIĆ: Zasady teorii Samsonowa dotyczące elektronowego spiekania 

W pracy przedstawiono krótki przegląd osiągnięć naukowych teorii spiekania głównie na podstawie prac Johnsona i Ku-
czyńskiego. Przedstawiono równanie na barierę potencjału ,,D" oraz omówiono wp ływ na tę barierę takich czynników, 
jak ciśnienie prasowania i deformacje powłok elektronowych. Wzrost temperatury spiekania w Istotny sposób przyspie-
sza proces spiekania. 

J. G. DOROFEEW: Dynamiczne prasowanie na gorąco w technologii wytwarzania materiałów elektrotechnicznych z 
proszków metali 

W artykule omówiono podstawowe zasady dynamicznego prasowania na gorąco wyprasek z proszków metali oraz jego 
zastosowanie do wytwarzania materiałów elektrotechnicznych. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych techno-
logii mater ia łów magnetycznie miękkich ? proszków żelaza, magnetycznie twardych na osnowie Fe-Ni-AI oraz parame-
try dynamicznego prasowania na gorąco wyprasek z proszków miedzi. 

L. KOSTIĆ-G\/OZDENO\/IĆ: Niektóre aspekty reakcji składników w procesie spiekania sproszkowanych tlenków 

Omówiono reakcje chemiczne zachodzące podczas procesów spiekania mieszaniny ZnO i TiOj. Stwierdzono, iż przebieg 
i wynik procesów spiekania zależny jest od tego, czy zachodzą reakcje egzo- czy endotermiczne. Ciepło reakcji lub prze-
mian fazowych determinuje proces spiekarria. 

K. SEDLATSCHEK: Trudnotopiiwe metale: wolfram, molibden i tantal 

Omówiono otrzymywanie i własności mechaniczne wol f ramu, mol ibdenu i tantalu oraz ich zastosowania w przemyśle 
elektronicznym. 

Wyroby z tych metali oraz ich stopy i kompozyty są otrzymywane metodą metalurgi i proszków. 

W. H. KOHL: Techniki połączeń: lutowanie łutami miękkimi i twardymi 
W pracy podano objaśnienia terminologiczne takich technik łączenia, jak spawanie, spajanie na zimno, spawanie gazo-
we, różne metody spawania w atmosferze argonu. Podano zasadnicze cechy lutowania, jego zastosowanie. Omówiono 
ogólnie metody sprawdzania przedmiotów lutowanych oraz podano w formie tabelarycznej wytrzymałość złączy. 

http://rcin.org.pl



MATERIALS IN ELEKTRONICS No 3 (19) - 1977 

n. M. HMKOriMH: HaöpoHHbie coepeueHHbie no/iynpoeoÔHUKoebie Momepuanbi Sï 

B c T a T t e o ô c y j K / j e H u n e p c n e K T M B w n p m v i e H e H M H n o n y n p o B O f l H M K O B u x M a T e p M a n o e u MX H e K O T o p w e c s o ü c T B a . C i J j o p -
M y n M p o B a H b i o 6 m i i e B b i e o A t i . H a ö n t D K a ü m e e ó y a y m e e , K a c a i o i u n e c n p a s B U T u n n p o M S B O f l c T B a , n p e M e n e H U H 
G a A s - G a P , G a A s - l n A s m c t > e p p o M a r H M T H b i x c o e A M H e H M Í í , a TaK>Ke y B e n t m e H M H c n p o c a Ha M a r e p k i a n b i n p M B W C O K O Ü 
T e M n e p a i y p e n n a e K M , U I M P O K O M a n e p r e T H M e c K O M a a a o p e n 6 o n b u j o i i n o f l B M j K H O C T M , n a n p H M e p a n M a a , 6 o p , B N S i S , 
A I N M T . n . 

A. 8. BAHbHMH, P. H. POKHUH: MexoHUSM deuJKenun ducnoKouuu s KpeuHuu 

B pa6oTe Mcc/ieAOBano ABHjKenwe AMcnoKauMM B MOHOKpiicTannax KpewHMH, sbipameHHwx MBTOAOM SoxpanbCKoro. 
M3Mep«/iacb n0ABM>KH0CTb 60° AMcnOKauMM npn npeAe/ie TewnepaTyp 600-1000°C. 
DpeACTaBneHbi ABa Bapuania: nepBbiü, KorAa nponcxoAMT BsaMMOfleiicTBMe MejKAy AncnoKaunBMM; BTopoü, Koraa ra-
Koro BsaMMOAeücTBMR Her. nonyneHHue CKopocTn ABtDKenkin AMC/iOKauMM ôbinM uenbiue, a SHepmn aicrusauMM 
Bucuje, n e u sHaHenkin, y c r a H O B n e n n b i e A p y r M M M a B T o p a u M . 3TOyKaausano 6 b i Ha A p y r a e uexaHMSMbi ABM>KeHMn AMC-
noKauMM. 

C. f\. nnOTKMH: 3eonKmun npedcmaenenuO o ponu Momepuanoe a HOYVHOMEXHWIECKOM npc^pecce (HO npuuepe 
Momepuanoe, npuueHneubix e aneKtnpoHUKe) 

B cTarbe, n a n p w M e p e w a r e p u a n o B , n p u M e H H e M w x B a n e t c r p o H M K e , noKaaana p o n b M a r e p H a n O B B H a y H H O - T e x H M H e -
C K O M n p o M e c c e . 

PaccMOTpeHbi nyTM npaKTHMecKoro ocsoeHun uarepiianoB c anoxM lueranna AO nacTOHuiero apeMen». noKaaano, KBK 
HayHHbie OTKpbiTvm cTaBflT HOBbie TpeeoBBHMH K iwaTepnanaM, a pasBHTMe MaiepManoB M nosHBHue MX caoücTBa cnoco-
6 C T B y e T H a y M H b I M O T K p b l T t i n M . 

B. X. KO/lb: Hayna o Mamepuanax: mexHonoeu» u HOy^Hoe oOiuecmao 

flan o ö a o p n o MarepiianaM, n p H M e H n e i v i b i x B rexHMKe - E a p o n e u C U J A , a T B K Ä B n o paaBurmo nayKM o MaTepManax. 
PaccMOTpeHbi HeKOTopbie acneKTbi opraHnsamioHHoro x a p a x r e p a , Kacaioiukixcn O C H O B H U X Mcc/ieAosaHMíi, npoBOAM-
M b i x nocne II MupoBOií a o i Í H b i . 06cy>KAeHO BiiMHHMe T e x H o n o r u M na ecrecTBennyK) cpeAy- ripeACiaBneHO paaBMTMe 
T e x H o n o r M M H a ö y A y m e e . 

b. X. KODb: CeneKttii» Mamepiio/ioe u ux tipuMenenue tí mexHonoeuu 

CraTbfl r.peACTabnfleT i > ieMdTnjt/:pyeT - na OCHOBB cneunanbHbix TpeöoBannii coüpeMeHHoii TexHOworv,» .,o Md 
TepnanaM - i.apaiviPTph,, 4;inHK<mî e na i.paanni.Hyio ouenKy MarepnanoB n Ha Han6onee coBpeMeHHyto wccneflotia 
TenbCKyto TexHk.K,, npuMCMfieM^ lo Ann KOMi.neKCHOÉí ouenKn MaTepnanob. CîaTbfl Hattucana b oömnx nepTax, oAnaxo 
AaeT KOJMO^HOCT . LO. IK ULI ..T, ojjpeHne, UUTI pobaHHoe NJ nHTepaT/pw nocneAHnx ner b AaHHoii oCnacTt.. 

M M. PMCTMH; OcHoeu meupuu CaucOHoea no npoueccau oneKtnpoHHOio cnenanuH 

flan KpaTKMÜ 0630p Hay^Hbix AOCTM>KeHMÜ noieopmi cnexann«, B OCHOBHOM, HAOCHOBAHMH pa6oT A)KOHCOHa M KyjnH-
CKoro. 
B p a 6 o T e npeACTaBneno y p a B H e n n e Ann n o T e n u M a n b H o r o S a p b e p a „ D " a TaK)Ke oöcyjKAeno e n u n n u e na 3TOT ßaptep • 
cneAyKJiUMX 4)aKTopoB: AaaneHne cnexaHHn, Ae(ł)opMaUMH aneKTpoHHWx oßonoMeK. 
yaenuMenne leMnepaTypbi cneKaHMn anaMMTenbHO ycKopneT npoiiecc cnexanMn. 

10. r. flOPOOEEB : ûuHOMWiecKoe ¿opn'jee npeccoeanue e mexHonoeuu npouaeodcmea 3neKmpome>tHu^ecKux ua-
mepuanoe us Mema/ijiu^ecKux nopotuKoa. 

B cTaibe o c B e L M B H b i o c H O B H b i e n p k i H U ^ n b i MBTOAa AUHaMMMecKoro ropflMero npeccoBanufl n o p o u j K O B b i x aaroTOBOK n 
e r o n p u M B H e H M H B N P O N S B O A C T B E MaTepuanOB s n e K T p o r e x H M M e c K o r o Ha3HaMeHMH. 
n p u B B A e H b i c p a B H M T e / i b H b i e a K c n e p u M B H T a n b H b i e A a H H w e M p e K O M e H f l a u n M n o T e x H o n o r u M M a r H M T o -
M n r K M x M a r e p u a n o B na » e n e s H t i x n o p o i u K O B , n o c T O H H H W x M a r H U T O B HB OCHOBB F e - N í - A I , a TBKwe napaMerpbi A H H B -
MM4ecKoro ropHMero npeccoBaHMH aaroTOBOK M3 MBAHWX nopouiKOB 

n. KOCTMH-rP03£lEHOBMM : HeKomopbie ocnexmu peoKLiuu HOMnonenmoe e npouecce cneKOHun nopotuKooöpas-
Hbix OKucnoe 

06cy>KAeHbi x M M U M e c K n e p e a K U M M , npoTexaioiUMe npn npoueccax c n e x a H u n cMecu Z n O M T i O . Y C T A H O B N E H O , HTO n p o -
TexaHHe M peaynbTaTbi npoueccoBcneKaHUHaaBncnTOTTOro, nnn npoieKatomne peaxmiM 3K30TepMM4ecKMe un« SHAO-
TepMMMecKwe. T e n n o s o t í seJjtJjeKT peaKUMM nnöo r e n n o r a (JjaaoBoro nepexoAa AerepMUHupyeT n p o T e x a H u e npoueccoB 
C N E K A H M N . 

K . C E f l / l A T H 5 K : Tyeon/iaeKue Memonmi: eo/ibcfipoM, Monuóden u moHrnan 

B paöoTe AaH 0630p no nonyneHMio M W E X A H M H E C K M M C B O Ü C T S A M BonbcJjpaMS, MonweAeHa M Tanrana - Ba>KHb ix u n » 
aneKTpoHHOÜ npoMwuj/ieHHOCTM. M3AENMH M3 3TIIX MerannoB, a TBKÄB MX cnnaBbi n KOMnosMUMM nony^enw MBTOAOM 
nopoujKOBOü MeTannyprMM. 

B. X. KOflb: TexHUKO coeduHenuú: naÚKO MmnuMU u meepdbiMu npunofíMu 

B pa6oTe Aanw TepMMHonoruHecKMe o6bacHeHMn TBKMX TSXHUK COEANNEHNII KBK: csapxa, xonoAHan naiÍKa, raaoBaa 
CBapxa M pasnMMHbie MeroAbi csapKM B aTMoc(<)epe aprona. yxasaHbi ocHOBHwe xapaKiepMCTMKM naŃKu M ee npuweHe 
HMe. 06cy>KAeHbi, B o6mMx nepTax, MeTOAw npoaepxn naanbix usAenMÜ, a TBKÄB npeACTasnenbi senMMUHbi NPOHHOCTEÍI 
COeAMHeHMM. 
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P. M. NIKOLtĆ: Some modern semiconducting materials 

The possiblit ies of the use of new and modern senniconducting materials in making devices in the near future, are consi-
dered. The alloys like GaAs GaP, GaAs-lnAs, ferromagnet ic materials like CdCr jSej , CdCrjS4 and semiconductors of 
high mel t ing temperature, high energy gap and high mobi l i ty , for example d iamond, B, BN, SiC, AIN wi l l probably f ind 
the greater use. 

A. V. VALĆIĆ, R. N, ROKNIĆ: The mechanism of dislocation mobility in silicon 

The mot ion of dislocat ion in Czochralski g rown sil icon single crystals was investigated. The mobi l i ty of 60° dislocat ions 
in the temperature range of 600 1000°C was examined. Two case were considered: one when intersection of disloca-
t ion occur and second when it does not occur. The measured rates of dislocat ion mot ion were smaller and act ivat ion 
energy higher than the values obta ined by other authors. This suggests quite di f ferent condi t ions for dislocat ion mot ion. 

S. J. PŁOTKIN: The role of materials in the development of science and technology (for example materials used in elec-
tronics) 

The role of electronic materials in the development of science and technology and the possibi l i t ies of theirs uti l ization in 
the past are described. The correlat ion between scientific discoveries and the requirements of the properties of new ma-
terials used in engineering is shown. 

W. H. KOHL: Materials science: technology and society 

A review of the development of the mater ials science and materials engineering in the Europe and USA is given. 
Some organization aspects of the basic and appl ied research after Wor ld War II are considered. The interactions of tech-
nology and society including the Human Environment problems are discussed. 
The future development of technology is presented. 

W. H. KOHL: Materials selection and compatibility 

Systematics of parameters affecting new materials technology as wel l as unique methods for their measuring are given. 
Lecture on basis of publ ished in last few years structural analysis give the pre l iminary unif ied point of v iew on mentio-
ned problem. 

MomEilo M RISTIĆ: The principles of the Samsonov's electronic theory of sintering 

Short review of scientific achievements of s inter ing theory mainly on the ground of Johnson's and Kuczyński's works is 
presented 
The equat ion for potential barrier , ,D" est imat ion is also presented. 
Influence of such a parametr like pressing pressure and electronic shell deformat ion is discussed. Sintering temperature 
increase activates considerably sintering process. 

J. G. DOROFEEW: Hot dynamic moulding in production of electrical materials made of metal powders 

Basic condi t ions of hot dynamic mou ld ing process and its use in product ion of electrical materials are described. 
Investigations on technology of magnetic materials made of i ron powder and Fe-Ni-AI matrix and on parameters of hot 
dynamic mou ld ing process of copper powder are presented. 

L. KOSTIC-GVOZDENOViC: A Contribution to the consideration of the synthesis of compounds by the reaction sinte-
ring of Oxide powders 

The considerat ion of the sinter ing and chemical reactions connected wi th thisn process are presented. The invest igat ion 
of sinter ing the mixture of ZnO and T iOj powders showed, that this process must always be connected w i th the determi-
ned system of components, its specific characteristics and complexi ty. 

K. SEDLATSCHEK; Refractory metals Tungsten, Molybdenum and Tantalum 

Problems connected wi th technology and mechanical properties of tungsten, mo lybdenum and tanta lum are discussed 
f rom the point of v iew of appl icat ion in electronic industry. Products f rom this metals, their al loys and composi t ies are 
made by powdermetal lurg ical processes. 

W. H. KOHL: Joining techniques: soldering and brazing 

Soldering is fundamental technique is modern bonding technology. 
Terminological explanations of such a bond ing technique like: weld ing sold bonding, gas we ld ing and some argon arc 
weld ing methods are given in present work . Fundamental features of solder ing and detailed descript ion of its applica-
t ion possibi l i t ies are also given. Control methods of soldered details are presented in general way. Strength of bonds are 
given in the table. 
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